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요약

박막 트랜지스터 표시판에는 기판 상부에 사다리꼴 모양의 화소 영역을 정의하기 위해 화소 영역의 경계에서 굴곡되

어 있는 게이트선 및 게이트선과 평행하게 배열되어 있는 공통 전극과 다수의 공통 전극을 연결하며 이후의 데이터선

과 평행하게 배열되어 있는 공통 전극선을 포함하는 공통 신호선이 형성되어 있다. 게이트선과 공통 신호선을 덮는 

게이트 절연막 상부에는 게이트선과 교차하여 화소 영역을 정의하는 데이터선 및 공통 전극과 평행하게 마주하며 배

열되어 있는 화소 전극과 다수의 화소 전극을 연결하는 화소 전극선을 포함하는 화소 신호선이 형성되어 있다. 데이

터선과 화소 신호선을 덮는 보호막 상부에는 액정 분자를 데이터선에 대하여 수직으로 배향하기 위한 배향막이 형성

되어 있다.

대표도

도 1

색인어

공통전극, 화소전극, 배향막, 사다리꼴

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판의 구조를 개략적으로 나타낸 배치도이고,
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도 2는 도 1에서 II - II' 선을 따라 잘라 도시한 단면도이고,

도 3은 도 1에서 III-III' 선을 따라 잘라 도시한 단면도이고,

도 4는 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판의 구조를 도시한 배치도이다.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정 표시 장치 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 특히 액정 분자에 수평 전계를 인가하기 위해 동일한 기

판에 형성된 전극 및 전계인가 수단인 박막 트랜지스터를 갖는 액정 표시 장치 및 그 제조 방법에 관한 것이다.

수평 전계에 의한 액정 구동 방식으로서 종래 기술은 미국 특허 제5,598,285호에 나타나 있다.

그러나, 미국 특허 제5,598,285에서 제시된 액정 표시 장치는 수평 전계를 인가하기 위한 공통 전극과 화소 전극 중, 

공통 전극과 공통 전극에 연결되어 공통 신호를 전달하는 공통 신호선이 서로 인접한 부분인 화소의 상부 및 하부에

서 액정 구동의 왜곡이 발생하는 문제점이 있다. 이러한 왜곡을 가려주기 위하여 블랙 매트릭스를 넓게 형성하기 때

문에 개구율이 감소하는 문제점이 발생한다.

또한, 화소 전극에 전압을 인가하는 데이터선과 이에 평행한 화소 전극 또는 공통 전극 사이에 커플링 효과(coupling 

effect) 또는 왜곡된 구동이 발생하여 빛이 누설되고, 이로 인하여 크로스 토크(cross talk)가 발생하는 문제점이 있다

. 이를 가리기 위하여 데이터선에 인접한 공통 전극을 필요 이상으로 넓게 형성하여 개구율을 감소시키는 요인으로 

작용한다.

또한, 공통 전극과 화소 전극은 데이터선과 평행하게 게이트선과 데이터선으로 둘러싸인 화소의 긴 방향과 평행하게 

형성되어 있어 전극의 수를 늘리기가 용이하지 않다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 과제는 수평 전계 구동 방식의 액정 표시 장치의 개구율을 향상시키는 것이다.

본 발명의 다른 과제는 수평 전계를 인가하기 위한 전극의 수를 용이하게 조절할 수 있는 액정 표시 장치를 제공하는 

것이다.

발명의 구성 및 작용

이와 같은 기술적 과제를 해결하기 위하여, 본 발명에는 게이트선 및 데이터선의 교차로 정의된 사다리꼴 모양의 화

소 영역에 공통 전극은 게이트선과 서로 평 행하게 배열되어 있으며, 공통 전극에 연결되어 있는 공통 신호선이 데이

터선과 평행하게 형성되어 있고 액정 분자는 이들과 수직하게 초기 배향되어 있다.

본 발명에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판에는 게이트선 및 게이트선과 절연되어 교차하는 데이터선

이 형성되어 있으며, 게이트선과 데이터선의 교차로 정의되는 사다리꼴 모양의 화소 영역에는 일정한 간격을 두고 서

로 평행하게 마주하는 선형의 공통 전극 및 화소 전극이 적어도 둘 이상으로 형성되어 있다. 각각의 화소 영역에는 게

이트선, 데이터선, 화소 전극에 게이트 전극, 소스 전극, 드레인 전극이 각각 연결되어 있는 박막 트랜지스터가 형성되

어 있다.

이때, 게이트선은 화소 영역의 경계에서 굴곡되어 있으며, 공통 전극과 상기 화소 전극은 게이트선과 평행하게 배열

되어 있고, 공통 전극과 상기 화소 전극은 화소 영역의 한 변과 평행하게 배열되어 있는 것이 바람직하다.
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또한, 공통 전극과 연결되어 있으며, 데이터선과 평행하게 형성되어 있는 공통 전극선을 더 포함할 수 있으며, 화소 

전극 및 공통 전극과 각각 연결되어 있으며 서로 중첩하여 유지 축전기를 이루는 제1 및 제2 도전체 패턴을 더 포함하

는 것이 바람직하다.

공통 전극 및 화소 전극에 의해 구동되는 액정 분자를 데이터선에 대하여 수직 방향으로 배향되도록 러빙되어 있는 

배향막을 포함하는 것이 바람직하다.

첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용

이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설

명 하는 실시예에 한정되지 않는다.

도면에서 여러 층 및 영역을 명확하게 표현하기 위하여 두께를 확대하여 나타내었다. 명세서 전체를 통하여 유사한 

부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 붙였다. 층, 막, 영역, 판 등의 부분이 다른 부분 '위에' 있다고 할 때, 이는 다른 

부분 '바로 위에' 있는 경우뿐 아니라 그 중간에 또 다른 부분이 있는 경우도 포함한다. 반대로 어떤 부분이 다른 부분 

'바로 위에' 있다고 할 때에는 중간에 다른 부분이 없는 것을 뜻한다.

이제 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판에 대하여 도면을 참고로 하여 상세하게 설

명한다.

본 발명에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판에는 사다리꼴 모양의 화소 영역을 정의하는 게이트선과 데

이터선이 배치되어 있으며, 공통 전극에 연결되어 있는 공통 신호선은 데이터선과 평행하게 화소 영역의 장변 방향으

로 뻗어 있다. 또한, 액정 분자들은 데이터선 및 공통 신호선과 수직하게 초기 배향되어 있으며, 데이터선과 함께 화소

영역을 정의하는 게이트선은 공통 전극과 평행하게 형성되어 있다.

먼저, 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판에 대해 설명한다. 도 1은 본 발명의 제

1 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판에서 단위 화소의 구성을 간략히 나타낸 배치도이고, 도 2 

및 도 3은 도 1에서 II - II' 및 III-III' 선을 따라 잘라 도시한 단면도이다.

도 1 내지 도 3에서 보는 바와 같이, 절연 기판(110) 위에 주로 가로 방향으 로 뻗어 있는 복수의 게이트선(121)이 형

성되어 있다. 게이트선(121)은 낮은 비저항의 물질, 예를 들어 은 또는 은 합금 또는 알루미늄 또는 알루미늄 합금으

로 이루어진 단일막을 포함할 수 있다. 이와는 달리, 게이트선(121)은 전술한 물질을 포함하는 적어도 하나의 막과 다

른 물질과 접촉 특성이 우수한 패드용 적어도 하나의 막을 포함하는 다층막으로 이루어질 수 있다. 게이트선(121)의 

한 끝 부근에 위치한 부분(도시하지 않음)은 외부로부터의 게이트 신호를 게이트선으로 전달하며, 각 게이트선(121)

의 복수의 가지(123)는 박막 트랜지스터의 게이트 전극(123)을 이룬다. 이때, 게이트선(121)은 이후에 형성되는 데이

터선(171)과 교차하여 사다리꼴 모양의 화소 영역을 정의하기 위해 화소 영역의 경계에서 굴곡되어 있다. 또한 게이

트선(121)과 동일한 층인 절연 기판(110) 상부에는 세로 방향으로 평행하게 뻗어 있는 공통 전극선(138, 132)이 형

성되어 있으며, 이들(138, 132)을 연결하며 게이트선(121)과 평행하게 배열되어 있는 공통 전극(134)이 다수로 형성

되어 있다. 이때, 화소 영역의 최외각에 배치되어 있는 공통 전극(134)과 공통 전극선(138, 132)은 사다리꼴 모양을 

이루며, 화소 영역의 중앙에는 공통 전극선(138, 132) 및 공통 전극(134)과 연결되어 있으며, 이후에 형성되는 화소 

전극(174)과 연결되어 있는 유지 축전기용 제2 도전체 패턴(176)과 중첩되어 유지 축전기를 이루는 유지 축전기용 

제1 도전체 패턴(136)이 형성되어 있다. 여기서, 공통 전극(134)과 공통 전극선(138, 132)을 함께 설명할 때는 이들

을 공통 신호선으로 기재한다.

질화 규소(SiN x ) 따위로 이루어진 게이트 절연막(140)이 게이트선(121) 및 공통 신호선(132, 134, 136, 138)을 덮

고 있다.

게이트 전극(125)의 게이트 절연막(140) 상부에는 수소화 비정질 규소 등으로 이루어진 섬 모양 반도체(150)가 형성

되어 있으며, 반도체(150)의 상부에는 실리사이드 또는 n형 불순물이 고농도로 도핑되어 있는 n+ 수소화 비정질 규

소 따위로 만들어진 복수 쌍의 저항성 접촉체(163, 165)가 형성되어 있다. 각 쌍의 저항성 접촉체(163, 165)는 해당 

게이트선(121)을 중심으로 서로 분리되어 있다. 이때, 반도체(150)와 저항성 접촉체(163, 165)는 이후에 형성되는 

데이터선(171)을 따라 선형의 모양을 가질 수 있으며, 데이터선(171) 및 드레인 전극(175)과 동일한 모양을 가질 수

도 있다.

저항성 접촉체(163, 165) 및 게이트 절연막(140) 위에는 복수의 데이터선(171) 및 복수의 드레인 전극(175)이 형성

되어 있다. 데이터선(171)과 드레인 전극(175)은 알루미늄 또는 은과 같은 저저항의 도전 물질로 이루어진 도전막을 

포함한다. 데이터선(171)은 주로 세로 방향으로 뻗어 게이트선(121)과 교차하여 사다리꼴 모양의 화소 영역을 정의

한다. 데이터선(171)의 복수의 가지(173)는 각 쌍의 저항성 접촉체(163, 165) 중 하나(163)의 상부까지 연장되어 박

막 트랜지스터의 소스 전극(173)을 이룬다. 데이터선(171)의 한쪽 끝 부근에 위치한 부분(도시하지 않음)은 외부로부
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터의 화상 신호를 데이터선(171)에 전달한다. 박막 트랜지스터의 드레인 전극(175)은 데이터선(171)과 분리되어 있

으며 게이트 전극(123)에 대하여 소스 전극(173)의 반대쪽 저항성 접촉체(165) 상부에 위치한다. 또한, 게이트 절연

막(140)의 상부에는 화소 전극(174), 화소 전극선(172, 178) 및 유지 축전기용 제2 도전체 패턴(176)이 형성되어 있

다. 화소 전극(174)은 공통 전극(134)과 평행하게 마주하며, 화소 전극선(172, 178)은 드레인 전극(175)과 연결되어 

있으며, 화소 영역의 둘레에 배치되어 공통 전극선(132, 138)과 중첩되어 있으며, 유지 축전기용 제2 도전체 패턴(17

6)은 화소 전극선(172)에 연결되어 있으며, 유지 축전기용 제1 도전체 패턴(136)과 중첩되어 유지 축전기를 이룬다. 

여기서도, 화소 전극(174) 및 화소 전극선(172, 178)은 화소 신호선으로 기재한다.

데이터선(171), 드레인 전극(175) 및 화소 신호선(172, 174, 178)과 이들이 가리지 않는 반도체(150) 상부에는 질화

규소 또는 평탄화 특성이 우수한 유기 물질로 이루어진 하부 보호막(180)이 형성되어 있으며, 보호막(180) 위에는 액

정 분자를 배향하기 위한 배향막(11)이 형성되어 있다.

이때, 게이트 전극(123), 게이트 절연막(140), 반도체(150), 저항성 접촉제(163, 165), 소스 및 드레인 전극(173, 17

5)은 박막 트랜지스터를 이룬다.

여기서, 공통 신호선(132, 134, 138) 및 화소 신호선(172, 174, 178)은 각각 게이트선(121) 또는 데이터선(171)과 

동일한 층에 배치되어 있지만, 이들은 함께 동일한 층으로 배치될 수 있으며, 모두 보호막(180)의 상부에 배치할 수 

있다. 이때, 배향막(11)에서 단차로 인한 배향 불량을 방지하기 위하여 공통 신호선(132, 134, 138) 및 화소 신호선(1

72, 174, 178)은 2,000Å 이하의 두께를 가지는 것이 바람직하다.

도 1에서 가로의 화살표 방향(→)은 액정 분자를 초기 배향하기 위한 배향막(11)의 러빙 방향이며, 이 방향은 데이터

선(171) 또는 공통 전극선(132)과 수직한 것이 바람직하다. 물론, 배향막(11)의 러빙 방향은 화상표 방향(→)에 대하

여 반대 방향일 수 있다.

이러한 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판에서는 공통 전극선(132)이 데이터선

(171)에 평행하게 화소의 긴 방향으로 형성되어 있고, 데이터선(171)에 수직하게 액정 분자가 초기 배향되도록 러빙

되어 있으므로, 데이터선(171)과 공통 전극선(132)에 전압차가 발생하여 액정 분자가 구동되더라도 초기 배향 방향

과 동일한 방향으로 구동되어 어둡게 표시하게 되므로 측면 크로스 토크가 발생하지 않는다. 따라서, 데이터선(171)

에 인접한 공통 신호선(24)을 최대한 좁은 폭으로 형성하여 화소의 개구율을 증가시킬 수 있다.

또한, 종래의 구조와 달리 공통 전극(136)과 화소 전극(176)을 화소 영역의 긴 방향으로 배열하여 전극(136, 176)의 

수를 용이하게 조절할 수 있다.

또한, 화소 영역의 최외각에 배치되어 있는 화소 전극(174) 및 공통 전극(134)이 게이트선(121)과 데이터선(171)으

로 정의하는 화소 영역의 변과 평행하게 배치되어 있어, 화소 영역의 모서리까지 화상을 표시할 수 있다. 또한, 텍스처

(texture)로 인하여 표시 불량이 발생하는 화소 영역의 중앙에 유지 축전기를 배치하여 화소의 투과율이 저하되는 것

을 방지할 수 있으며, 이를 통하여 화소의 투과율을 극대화할 수 있다.

앞의 제1 실시예에서는 서로 이웃하는 사다리꼴 모양의 화소 영역이 마주하 도록 배치되어 있지만, 화소 영역을 나란

하게 배치할 수도 있으며, 도면을 참조하여 구체적으로 설명하기로 한다.

도 4는 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 기판에의 구조를 도시한 배치도이다. 본 발명

의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 기판에의 단면 구조는 제1 실시예와 동일하여 구체적이 도

면은 생략하였다.

도 4에서 보는 바와 같이, 대부분의 구조를 제1 실시예와 동일하다.

하지만, 서로 이웃하는 사다리꼴 모양의 화소 영역이 나란하게 배열되어 있다.

발명의 효과

본 발명의 실시예에서와 같이, 공통 전극선을 데이터선과 평행하게 화소의 긴 방향으로 형성하여 개구율을 향상시킬 

수 있으며, 빛샘 현상을 줄일 수 있다. 또한, 사다리꼴 모양의 화소 영역의 변과 공통 전극 및 화소 전극을 평행하게 배

열함으로써 화소 영역의 모서리까지 화상을 표시할 수 있어 화소의 표시 능력을 극대화할 수 있다. 또한, 공통 전극 및

화소 전극을 화소의 긴 방향으로 배열함으로써 이들의 수를 용이하게 조절할 수 있다.
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(57) 청구의 범위

청구항 1.
게이트선,

상기 게이트선과 절연되어 교차하는 데이터선,

상기 게이트선과 상기 데이터선의 교차로 정의되는 사다리꼴 모양의 화소 영역에 적어도 둘 이상으로 각각 형성되어 

있으며, 일정한 간격을 두고 서로 평행하게 마주하는 선형의 공통 전극 및 화소 전극,

상기 게이트선, 데이터선, 화소 전극에 게이트 전극, 소스 전극, 드레인 전극이 각각 연결되어 있는 박막 트랜지스터

를 포함하는 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판.

청구항 2.
제1항에서,

상기 게이트선은 상기 화소 영역의 경계에서 굴곡되어 있는 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판.

청구항 3.
제1항에서,

상기 공통 전극과 상기 화소 전극은 상기 게이트선과 평행하게 배열되어 있는 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표

시판.

청구항 4.
제1항에서,

상기 공통 전극과 상기 화소 전극은 상기 화소 영역의 한 변과 평행하게 배열되어 있는 액정 표시 장치용 박막 트랜지

스터 표시판.

청구항 5.
제1항에서,

상기 공통 전극과 연결되어 있으며, 상기 데이터선과 평행하게 형성되어 있는 공통 전극선을 더 포함하는 액정 표시 

장치용 박막 트랜지스터 표시판.

청구항 6.
제5항에서,

상기 화소 전극 및 상기 공통 전극과 각각 연결되어 있으며, 서로 중첩하여 유지 축전기를 이루는 제1 및 제2 도전체 

패턴을 더 포함하는 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판.

청구항 7.
제1항에서,

상기 공통 전극 및 상기 화소 전극에 의해 구동되는 액정 분자를 상기 데이터선에 대하여 수직 방향으로 배향되도록 

러빙되어 있는 배향막을 포함하는 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판.

도면
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

TFT阵列面板包括在布置在所述像素区域中对共用电极和多个公共电极
连接和并行数据线和以限定在上基板上的梯形形状的像素区域中的后续
的边界弯曲的平行的栅极线和栅极线形成包括布置在其中的公共电极线
的公共信号线。像素信号线包括栅极线和公共信号线，以覆盖连接像素
电极和在交叉线的多个像素电极和所述栅极在平行于所述数据线和公共
电极和相对该像素上方的栅极绝缘膜布置以限定像素区的电极线它形
成。在覆盖数据线和像素信号线的保护膜上，形成用于垂直于数据线对
准液晶分子的取向膜。 1 指数方面 普通电极，像素电极，取向膜，梯形

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/a89c4296-d973-4e33-85d9-208fc315bb09
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/032464489/publication/KR20040048518A?q=KR20040048518A

